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1. 서론 
 

 키징 합 재료   도  

필 (Anisotropic conductive film: ACF)   

프 스가 가능하고, 친 경   

미 피치에 한  뛰어난 재료  

LCD, PDP, OLED 등  스플   

스(Panel glass)나 연 (Flexible 

PCB)에 한 동 IC 나 도체 키지 등  

에 필수  사 는 핵심 합 

재 다. 1,2) ACF  합  동   

극 사 에 공  ACF 에 열과 압  

가함  도  들  물리  에 해 

도  경  하는 식  루어진다. 

하지만 재 ACF 에 한 합  열 압착 

식(Thermo-compression bonding: TCB) 에 해 

루어  합공  상에  본   

스에 가해지는  하   도, 

그리고  공 시간  해  스에 

한 상  생시킬 수 다. 3)  

본 연 에 는 러한 열 압착 합  

문  보 하  하여  한 열 

 합 식(Thermosonic bonding: TSB)  

개 하 , Au 가 코  Ni 도  

포함하는 COB(Chip-on-Board)  ACF  

상  한 TCB  TSB 합  시행하고 

각각  합특  비 하여   

ACF  합 도  공 시간에 미치는 

향에 하여 살펴보았다.   

 

2. 사용재료  실험  
 

실험에 사  ACF 는 Au 가 코  직경 

8 μm  Ni 도전  직경 0.8μm  비 

도전 가  내 에 산  40μm 

께  COB  ACF 가 사 었다. ACF  열 

압착 합 건  도 건 180℃, 하 건 

50MPa, 합시간 20 다. 실험에 사  flip 

chip  3×3×0.67mm3  크기로 chip  

중심부에 높  12μm, 직경 100μm  크기를 

갖는 16 개  원형 Cu 단 가 피치간격 

200μm 로 정렬 어 다. 또한 하부 기판  

15×15×0.67mm3  크기로 chip 과 동 한 

형상  단 가 형 어 다. 

에 한 합 도  공 시간  

단  과  하  하여 ACF 에 

사 TCB 합 건  ACF  사에  

시한 합 건  도 건 180℃, 하 건 

50MPa, 합시간 20  하 다. 또한 

TSB  합 건  하  하여 Fig. 1 에 

나타낸  같  실험에  ACF 에 한 

dynamic DSC  시행하여 도에  

ACF  경 도  하 고, TCB  동 한 

도 건에  합시간  1 (  

가시간)  단 한 TSB 1 건과 합 도  

20℃ 낮  160℃, 합시간  1  단 한 

TSB 2 건  하 다. TSB 합  하여 

 료  하   단  에 ACF  

낮  압 과 도  비 합한 후  

합 비에 실 한다. 합 비  가열 에 

하  고 하고, 하  과 flip chip  

 료한 후, 도  압 ,  

가하여 합한다. 합  료  각각  

합 시편에 한 항 측   

단 스트(JESD22-B117A)  통하여  

/ 계  합 특  평가한다. 

실험에  합 건  Table 1 에 

나타내었다. 
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Fig. 1 DSC results for ACF at a heating rate of 

20℃/min  
 

Table 1 Bonding condition for the TCB and TSB 

 TCB TSB 1 TSB 2 

Temp. [℃] 180 180 160 

Time [sec] 20 1 1 

Pressure [MPa] 50 
 

3. 실험결과  결론 
 

TCB  TSB 에 해 합  료  각각  

시편에 한 항  단강도 측  

결과  Fig. 2 에 나타내었다.  항 측  

결과, TCB 에 해 합  시편에 는 

27.89±5.38Ω    항  나타내었다. 

, TSB-1 에 는 TCB  항보다 약 

68% 감 한 9.22±1.88Ω  낮  항  

나타내었다.  

는 동 한 도 건 하에   

가  한 도   극 단  계  간  

원 단  결합에 한 것  단 다. 

TSB-1 보다 낮  도 건에  합  

시행한 TSB-2 에 는 TCB 보다 낮  

11.06±1.69Ω  항  나타내었다. 는 

낮아진 공 도  하여 단 간  계  

도 경  하는 주  폴리  

경 도 감 에 한 것  단 다. 

합  시편  단 스트 결과 TCB 에  

가  큰 단 강도  나타내었  TSB-1 과 

TSB-2 에 는 TCB  강도에 비해  

폭  감 하는 경향  나타내었다. 

비  TSB 식에  단강도  감  경향  

나타내었 나 강도  감 폭  크지 않았  

 진동에 한  도상승 과  

도   극단  계  한 합  

해 가 가  합 는 뛰어난  

특  향상  나타내었다.  

러한 결과들  통하여 TSB 식   

TCB 식에 비하여  낮  도 건에  

합공  시간   수 다는 결  얻  

수  열  한 ACF 

합 식  TCB 합 식  문  개 할 

수 는 차  ACF 합  할 수 

다. 
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Fig. 2 Electrical resistance and shear strength of the 

flip chip for TCB and TSB bonding. 
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